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Beschreibung 

Integrierte Schaltung mit einer Eingangsschal tung 

5 Die Erfindung betrifft eine integrierte Schaltung mit einer 
Eingangsschaltung zum Empfangen von Signalen. 

Integrierte Schaltungen weisen ublicherweise Signaleingange 
und Signalausgange auf . Zum Empfangen von externen Signalen 
10 sind die Signaleingange mit Eingangs schaltungen versehen, mit 
denen ein von aussen anliegendes Signal empfangen und das 
Signal den chipinternen Schaltungen zur Verfiigung gestellt 
wird. 

15 Im einfachsten Fall bestehen solche Eingangsschal tungen aus 
einem Inverter, der zwei in Reihe geschaltete, komplementare 
Transistoren umfafet, an deren Steuereingangen jeweils das 
Eingangssignal angelegt ist. An dem MittenanschluS der Tran- 
sistoren, d.h. zwischen den beiden Transistoren, ist das in- 

20 vertierte Eingangssignal abgreifbar. 

Insbesondere beim Zustandswechsel eines an einer Eingangs- 
schaltung anliegenden Eingangssignales flieSt durch die Ein- 
gangsschaltung ein Schaltstrom, der den Stromverbrauch der 
^^>5 integrierten Schaltung erhoht . Auch konnen Eingangsschaltun- 
gen vorgesehen sein, die einen Ruhestromverbrauch aufweisen, 
so dass der Gesamtstromverbrauch der integrierten Schaltung 
durch den Stromverbrauch der Eingangsschaltung nicht unwe- 
sentlich mitbestimmt ist. 

30 

An den Eingangen der integrierten Schaltung konnen jedoch 
auch dann Eingangssignale anliegen, wenn diese Eingangssigna- 
le fur eine andere integrierte Schaltung verwendet werden 
sollen, z.B. wenn mehrere integrierte Schaltungen an einem 
35 Bussystem anliegen, wobei eine Busleitung mit jeweils einem 
entsprechenden Eingang mit jedem der angeschlossenen integ- 
rierten Schaltungen verbunden ist. In diesem Fall sind alle 
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angeschlossenen Eingangsschaltungen aktiv und detektieren das 
anliegende Eingangssignal , ohne dass das Eingangssignal in 
den nicht angesprochenen integrierten Schaltungen zu einem 
Auslosen einer Funktion f iihrt . Dies erhoht den Stromverbrauch 
5 merklich, insbesondere in einem Gesamt system, in dem eine 

groSere Anzahl von integrierten Schaltungen mit ihren Eingan- 
gen an einem Bussystem angeschlossen sind. 

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, den Strom- 
10 verbrauch einer integrierten Schaltung zu reduzieren. 

Diese Aufgabe wird durch die integrierte Schaltung nach An- 
spruch 1 und das Verfahren nach Anspruch 6 gelost. 

15 Wei t ere Ausgestaltungen der Erfindung sind in den abhangigen 
Anspruchen angegeben. 

Erf indungsgemaS ist eine integrierte Schaltung mit einer Ein- 
gangsschaltung vorgesehen. Die Eingangsschaltung dient zum 
20 Empfangen eines Signals und zum Bereitstellen des Signals fur 
die integrierte Schaltung. Die Eingangsschaltung weist einen 
Aktivierungseingang fur ein Aktivierungssignal auf , urn die 
Eingangsschaltung abhangig von dem Aktivierungssignal zum 
Empfangen von Signalen zu aktivieren. 

Es ist also erf indungsgemaS eine integrierte Schaltung mit 
einer Eingangsschaltung versehen, die deaktivierbar ist, so 
dass die Eingangsschaltung keinen Ruhestrom aufnimmt bzw. 
keinen Schaltstrom durch das Detektieren des anliegenden Sig- 
30 nals aufnimmt, die die Energieversorgung belasten, obwohl das 
Eingangssignal in der betreffenden integrierten Schaltung 
nicht benotigt wird. 

Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass die Eingangsschaltung 
35 so geschaltet ist, dass mit Hilfe des Aktivierungssignals die 
Eingangsschaltung ein- oder ausschaltbar ist. D.h. die Ein- 
gangsschaltung wird abhangig von dem Aktivierungssignal mit 
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der Stromversorgung verbunden oder von der Stromversorgung 
getrennt. Auf diese Weise ist es sehr effektiv moglich, die 
Eingangsschaltung zu deaktivieren und somit sicherzustellen, 
dass bei Zustandswechseln des Eingangssignals kein Strom 
5 durch die Eingangsschaltung fliefit. 

Es kann vorgesehen sein, dass die Eingangsschaltung in einer 
bidirektionalen Ein/Ausgangsschaltung umfaSt ist. Bei bidi- 
rektionalen Ein/Ausgangsschaltungen wird haufig beim Treiben 

10 eines Ausgangssignals mit Hilfe des Ausgangstreibers die pa- 
rallel zu dem Ausgangstreiber an dem jeweiligen externen An- 
schlufi angeschlossene Eingangsschaltung mit angesteuert. Die 
Eingangsschaltung empfangt dann das auf die Ausgangsleitung 
getriebene Signal und stellt es an dem Ausgangsknoten der 

15 Eingangsschaltung zur Verfiigung, der in diesem Fall von den 

Schaltungen in der integrierten Schaltung abgekoppelt ist, so 
dass es keine Funktion auslost. Auch bei einer bidi- 
rektionalen Ein-/Ausgangsschaltung wird also eine erhohte 
Stromaufnahme bewirkt, wenn Signale von der integrierten 

20 Schaltung auf eine externe Leitung getrieben werden sollen. 

Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die Eingangsschaltung ein 
Dateneingang fur eine Speicherschaltung ist, wobei eine Steu- 
erschaltung zum Generieren des Aktivierungssignals vorgesehen 
ist. Die Steuerschaltung generiert das Aktivierungssignal , 
wenn Daten uber die Eingangsschaltung in die Speicherschal- 
tung zu schreiben sind. Es ist also vorgesehen, dass nur beim 
Empfangen von Daten iiber z.B. einen externen Datenbus die 
Eingangsschaltungen der Speicherschaltung aktiviert ist, wah- 
30 rend im sonstigen Betrieb der Speicherschaltung Dateneingange 
deaktiviert bzw. ausgeschaltet sind. 

Da das Schreiben von Daten in die Speicherschaltung mit Hilfe 
von Steuersignalen, wie z.B. dem Speicherauswahlsignal , dem 
35 Wortleitungsaktivierungssignal , dem Bitleitungsaktivierungs- 
signal und/oder dem Schreibsignal erkennbar ist, kann in Ab- 
hangigkeit dieser Signale das Aktivierungssignal generiert 
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werden, so dass die Eingangsschaltungen beim Auslesen aus der 
Speicherschaltung abgeschaltet werden konnen. Zeigen die zu- 
vor genannten Signale an, dass nun in die Speicherschaltung 
geschrieben werden soil, so werden die Eingangsschaltungen 
5 der integrierten Schaltung durch das durch die Steuerschal- 
tung generierte Aktivierungssignal eingeschaltet . 

GemaS einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung ist 
ein Verfahren zum Schalten einer Eingangsschaltung, insbeson- 

10 dere fur eine integrierte Speicherschaltung vorgesehen, bei 
dem die Eingangsschaltung aktiviert wird, wenn ein Schreib- 
zugriff auf die integrierte Speicherschaltung durchgefiihrt 
werden soil und bei dem die Eingangsschaltung deaktiviert 
wird, wenn kein Schreibzugrif f auf die integrierte Speicher- 

15 schaltung durchgefiihrt werden soli. 

Eine bevorzugte Ausf uhrungsf orm der erf indungsgemafien Schal- 
tung wird im folgenden anhand der beigefiigten Zeichnungen na- 
her erlautert. Es zeigen: 

20 

Fig. 1 Schaltbild einer Eingangsschaltung fur eine erfin- 
dungsgemaSe integrierte Schaltung; 

Fig. 2 ein Blockschaltbild einer Steuerschaltung zum Generie- 
5 ren des Aktivierungs signals ; 

Fig. 3 ein Schaltbild fur eine Steuerschaltung zum Generieren 
des Aktivierungssignals ; und 

30 Fig. 4 ein Signalzeitdiagramm, dass die Generierung des Akti- 
vierungssignals veranschaulicht . 

In Fig. 1 ist eine mogliche Ausf uhrungsf orm einer erfindungs- 
gemaSen Eingangsschaltung dargestellt. Die Eingangsschaltung 
3 5 weist eine Inverterschaltung 5 auf, die einen ersten p-Kanal- 
Transistor 1 und einen n-Kanal-Transistor 2 aufweist. Der 
erste p - Kana 1 - Trans i s t or 1 und der erste n-Kanal-Transistor 2 



Infineon Technologies AG INF 1312 



sind in Reihe geschaltet, wobei deren Steuereingange mit dem 
zu empfangenden Eingangssignal E verbunden sind. 

Ein erster Anschluss des ersten p-Kanal-Transistors 1 ist mit 
5 einer Ausgangsleitung 3 verbunden, auf die als Ausgangssignal 
A das invertierte verstarkte Eingangssignal E getrieben wird. 
Ein zweiter AnschluS des p-Kanal-Transistors 1 ist liber einen 
Schalter mit einem Versorgungsspannungspotential VDD verbun- 
den. Der Schalter ist steuerbar durch ein Aktivierungssignal 
10 S. Der Schalter ist vorzugsweise als zweiter p-Kanaltransi- 
stor 4 ausgebildet, an deren Steuereingang das Aktivierungs- 
signal angelegt ist. 

Der erste n-Kanaltransistor 2 ist mit einem ersten Anschluss 
15 und ebenfalls mit der Ausgangsleitung 3 verbunden. Ein zwei- 
ter Anschluss des ersten n-Kanal-Transistors 2 ist mit einem 
ersten Anschluss eines zweiten n-Kanal-Transistors 7 verbun- 
den, dessen zweiter Anschluss mit einem Massepotential GND 
verbunden ist. Der zweite n-Kanal-Transistor 7 ist steuerbar 
2 0 durch das intervierte Aktivierungssignal S . 

Herkommliche Eingangschaltungen sind haufig in Form eines In- 
verters aufgebaut, wobei bei einem Wechsel des Zustandspegels 
des Eingangssignals kurzzeitig ein Strom zwischen dem Versor- 
5 gungsspannungspotential VDD und dem Massepotential GND 

flieSt. Wahrend eine solche Inverterschaltung zwar einen ge- 
ringen Ruhestrom hat, ist dieser jedoch bei einer groSeren 
Anzahl solcher Eingangsschaltungen nicht vernachlassigbar , 
und insbesondere steigt bei haufig wechselnden Eingangssigna- 
30 len der Stromverbrauch einer solchen Inverterschaltung stark 
an . 

Da solche Eingangsschaltungen standig mit Eingangssignalen 
verbunden werden, auch wenn die Eingangssignale nicht in der 
35 integrierten Schaltung verwendet werden sollen, fliefit bei 

jedem Wechsel des Zustandspegels des Eingangssignals kurzzei- 
tig ein Strom zwischen dem Versorgungsspannungspotential VDD 
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und dem Massepotential GND, sowie ein Strom iiber die Aus- 
gangsleitung, urn die Kapazitaten der daran angeschlossenen 
Eingange umzuladen. Bei anders aufgebauten Eingangsschaltun- 
gen kommt es auch vor, dass der Ruhestrom groSer ist, so dass 
5 solche Eingangsschaltungen eine groSere Belastung der Span- 
nungsversorgungen darstellen konnen. 

Mit Hilfe des zweiten p-Kanal-Transistors 4 und des zweiten 
n-Kanaltransistors 7 kann die Eingangsschaltung von der Ver- 
10 sorgungsspannung abgekoppelt werden, so dass selbst bei einem 
anliegenden Eingangssignal kein Strom durch die Eingangs- 
schaltung fliefet. Dadurch kann der Energieverbrauch der in- 
tegrierten Schaltung minimiert werden. 

15 Das Aktivierungssignal S ist so gestaltet, dass es nur dann 
die Ver sorgungsspannung VDD an die Eingangsschaltung anlegt, 
wenn das von der Eingangsschaltung detektierte und auf die 
Ausgangsleitung 3 getriebene Signal in der integrierten 
Schaltung verwendet werden soil. 

20 

Auf diese Weise laSt sich Energie einsparen, insbesondere 
dann, wenn mehrere integrierte Schaltungen uber ein gemeinsa- 
mes Bussystem mit einem Eingangssignal verbunden sind. Wenn 
die integrierten Schaltungen nicht gleichzeitig sondern im 
Wechsel betrieben werden, ist dabei jeweils immer nur eine 
oder ein Teil der integrierten Schaltungen aktiviert, obwohl 
alle entsprechenden Eingangsschaltungen mit den Signalleitun- 
gen des Bussys terns verbunden sind. Die Eingangsschaltungen 
aller integrierten Schaltungen, die mit den Signalleitungen 
3 0 des Bussystems verbunden sind, schalten bei jedem Wechsel des 
betreffenden Signals und verbrauchen Energie. Mit der erfin- 
dungsgemaSen Schaltung ist es vorteilhaft, die Eingangsschal- 
tungen deaktivieren zu konnen, damit diese eine Signalver- 
starkung nicht vornehmen, wenn das Signal im Inneren der in- 
35 tegrierten Schaltung nicht verwendet wird. 
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In Fig. 2 ist ein Blockdiagramm dargestellt, der die Ansteue- 
rung von Eingangsschaltungen eines Speicherbausteins mit Hil- 
fe einer Steuerschaltung dargestellt ist. Die Eingangssignale 
E in der Eingangsschaltung 5 werden dabei gesteuert durch die 
5 Steuerschaltung 6 als Ausgangs signal A auf die Ausgangslei- 
tungen 3 getrieben. 

Die Steuerschaltung 6 generiert ein Aktivierungssignal S das 
jeder der Eingangsschaltungen, die deaktivierbar sein sollen, 

10 zur Verfugung gestellt wird. Die Steuerschaltung 6 weist vier 
Eingange auf, an die das Speicherauswahlsignal CS, das Wort- 
lei tungsaktivierungs signal RAS, das Bitleitungsaktivierungs- 

* signal CAS und das Schreibsignal WE angelegt sind. Die Ein- 
gangsschaltungen 5 sind Eingangsschaltungen fur Datensignale 

15 und konnen in einer bidirektionalen Ein-/Ausgangsschaltung 8 
umfasst sein. 

Die Steuerschaltung 6 entscheidet abhangig von dem Speicher- 
auswahlsignal CS, dem Wortleitungsaktivierungssignal RAS, dem 

2 0 Bitleitungsaktivierungssignal CHS und dem Schreibsignal WE, 

ob die Eingangsschaltungen 5 aktiviert oder deaktiviert, d.h. 
von der Versorgungsspannung VDD abgekoppelt sind. 

In Fig. 3 ist ein Blockschaltbild einer moglichen Ausfuh- 
|25 rungsform der Steuerschaltung 6 dargestellt. Die Eingangssig- 
nale sind in der dargestellten Ausf uhrungsf orm Low-Activ- 
Signale, d.h. die Aktivierung einer Funktion erfolgt, wenn 
das jeweilig Signal von dem High-Zustand auf den Low-Zustand 
iibergeht . 

30 

Das Schreibsignal wird an einen Inverter 10 angelegt, dessen 
Ausgang mit einem ersten Eingang eines ersten Nicht-UND- 
Gatters 11 verbunden ist. Das Bitleitungsaktivierungssignal 
CAS ist iiber einen zweiten Inverter 12 mit einem zweiten Ein- 

3 5 gang des Nicht-UND-Gatters 11 verbunden. Der Ausgang des ers- 

ten Nicht-UND-Gatters 11 ist mit einem ersten Eingang eines 
Nicht-ODER-Gatters 13 verbunden. Das Speicherauswahlsignal CS 
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ist iiber einen dritten Inverter 14 mit einem ersten AnschluS 
eines zweiten Nichtundgatters 15 verbunden. Das Wortleitungs- 
aktivierungssignal RAS ist mit einem zweiten AnschluS des 
zweiten Nicht-UND-Gatters 15 verbunden. Ein Ausgang des zwei- 
5 ten Nicht-UND-Gatters 15 ist mit einem zweiten Eingang des 
Nicht-ODER-Gatters 13 verbunden. Am Ausgang des Nicht-UND- 
Gatters 13 liegt das Aktivierungssignal S an. 

In Fig. 4 ist ein Signalzei tablauf diagramm zu der Steuer- 
10 schaltung gemafi Fig. 3 dargestellt, das die Abhangigkeit der 

Generierung des Aktivierungssignals von dem Speicherauswahl- 

signal CS, dem Wortleitungsaktivierungssignal RAS, dem Bit- 
) leitungsaktivierungssignal CAS und dem Schreibsignal WE dar- 

stellt. Das Aktivierungssignal S wird dann generiert, wenn 
15 ein Schreibzugrif f vorliegt und Daten in die Speicherschal- 

tung geschrieben werden sollen. In diesem Fall miissen die 

Eingangsschaltungen zur Ubernahme der Daten von einem Daten- 

bus aktiviert sein. 



2 0 Das Aktivierungssignal S wird generiert, wenn das Aktivieren 

der Wortleitungen abgeschlossen ist und die Daten uber die 
Schreibleseverstarker in die Speicherzellen geschrieben wer- 
den sollen. Das Aktivieren der Wortleitungen wird durch das 
Wortleitungsaktivierungssignal RAS durchgef iihrt . Es ist been- 
^^5 det, wenn das RAS-Signal von dem Low-Zustand auf den High- 
Zustand wechselt. Anschliefiend oder gleichzeitig wird das 
Bitleitungsaktivierungssignal CAS von dem High-Zustand auf 
den Low-Zustand gelegt, wodurch die Schreibleseverstarker zum 
Schreiben der Daten in die Speicherzellen aktiviert werden. 

3 0 Die Auswahl der adressierten Schreibleseverstarker wird durch 

die mit Hilfe des Bitleitungsaktivierungssignal ubernommene 
y-Adresse, die an den Adresseingangen deren Speicherschaltung 
anliegt, durchgef uhrt . 

35 Sobald das Bitleitungsaktivierungssignal CAS aktiviert wird, 
werden die Eingangsschaltungen durch das Aktivierungssignal S 
eingeschaltet , so dass Daten von dem Datenbus in die Spei- 
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cherschaltung ubernommen werden konnen. Wird das Bitleitungs- 
aktivierungssignal CAS deaktiviert, wird nach einer kurzen 
Verzogerungszeit , die durch die Signallauf zeit der in Fig. 3 
dargestellten Schaltung bedingt ist, das Aktivierungssignal S 
5 deaktiviert, so dass die Eingangsschaltungen keine auf dem 
Datenbus anliegenden Signale mehr empfangen konnen. 

Die Verwendung einer solchen Schaltung ist insbesondere bei 
Speicherschaltungen sinnvoll, da haufig mehrere Speicher- 

10 schaltungen an einem einzigen Datenbus angelegt werden, und 
einzeln mit Hilfe eines Speicherauswahl signals CS ausgewahlt 
werden. Die iibrigen Speicherschaltungen liegen ebenfalls an 

^ dem Datenbus an und erhalten an Ihren Eingangen insbesondere 
an ihren Dateneingangen die auf eine der Speicherschaltungen 

15 zu schreibenden Daten, obwohl diese Daten nicht verwendet 

werden. Durch das Abschalten der Eingangsschaltungen wird er- 
reicht, dass man das Empfangen der Eingangssignale durch die 
Eingangsschaltungen und das Treiben der Eingangssignale auf 
Signalleitungen innerhalb der integrierten Schaltungen ver- 

20 meidet, indem die Eingang schaltung von der Versorgungsspan- 
nung abgekoppelt wird. 
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Patentanspruche 

1. Integrierte Schaltung, insbesondere integrierte Speicher- 
schaltung, mit einer Eingangsschaltung (5) , urn ein Signal 
5 zu empfangen, wobei die Eingangsschaltung (5) einen Akti- 

vierungseingang fur ein Aktivierungssignal (S) aufweist, 
um die Eingangsschaltung (5) abhangig von dem Aktivie- 
rungssignal (S) zum Empfangen von Signalen zu aktivieren. 

10 2. Integrierte Schaltung nach Anspruch 1, wobei die Ein- 
gangsschaltung so gestaltet ist, dass mit Hilfe des Akti- 
vierungssignals (S) die Eingangsschaltung (5) ein- oder 
(0) ausschaltbar ist. 

15 3. Integrierte Schaltung nach Anspruch 1 oder 2, wobei die 
Eingangsschaltung (5) in einer bidirektionalen Ein- 
Ausgangs schaltung (8) umfasst ist. 

4. Integrierte Schaltung nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
20 wobei die Eingangsschaltung (5) einen Dateneingang fur 

eine Speicherschaltung umfasst, wobei eine Steuerschal- 
tung (6) zum Generieren des Aktivierungssignal (S) vorge- 
sehen ist, wobei die Steuerschaltung (6) das Aktivie- 
rungssignal (S) generiert, wenn Daten iiber die Eingangs- 
^^2 5 schaltung (5) in die Speicherschaltung zu schreiben sind. 

5. Integrierte Schaltung nach Anspruch 4, wobei die Steuer- 
schaltung (6) so gestaltet ist, um abhangig von mindes- 
tens einem der Signale Schaltungsauswahlsignal (CS) , dem 

30 Wortleitungsaktivierungssignal (RAS) , dem Bi tlei tungsak- 

tivierungssignal (CAS) und dem Schreibsignal (WE) das 
Aktivierungssignal (S) zu generieren. 

6. Verfahren zum Aktivieren einer Eingangsschaltung fur eine 
3 5 integrierte Speicherschaltung, wobei die Eingangsschal- 
tung aktiviert wird, wenn ein Schreibzugrif f auf die in- 
tegrierte Speicherschaltung durchgefuhrt wird, und wobei 
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die Eingangsschaltung deaktiviert wird, wenn kein 
Schreibzugrif f auf die Speicherschaltung durchgeftihrt 
wird. 
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Zu s ammen f a s s ung 

Integrierte Schaltung mit einer Eingangsschaltung 

5 

Integrierte Schaltung, insbesondere um integrierte Speicher- 
schaltung mit einer Eingangsschaltung (5), um ein Signal zu 
empfangen, wobei die Eingangsschaltung (5) einen Aktivie- 
10 rungseingang fur ein Aktivierungssignal (S) aufweist, um die 
Eingangsschaltung (5) abhangig von dem Aktivierungssignal (S) 
zum Empfangen von Signalen zu aktivieren. 

15 

Figur 2 
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Bezugszeichenliste 
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Erster p-Kanaltransistor 
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Erster n-Kanaltransistor 
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Ausgangsleitung 
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Zweiter p-Kanaltransistor 
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E i ngangs s cha 1 tung 
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Steuerschaltung 
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Zweiter n-Kanaltransistor 
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Bidirektionale Ein- / Ausgangs schal tung 
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erster Inverter 
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